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摘 要

本論文是研究氧化鋅薄膜的光電特性，使用射頻濺鍍方式成長氧化鋅?雜鉬透明導電薄膜。X-RD晶格結構分析，峰值位置

的範圍為34.22�34.34，沿著晶格常數(002)面成長。光激發螢光效應在2.6eV時會有blue shift現象產生，溫度環境從15K

到300K。光穿透率量測，薄膜穿透率皆可達到75%，溫度50K的穿透率為最好，吸收率15K能隙為3.3eV。電的量測，是用

霍爾效應測量薄膜的電導率、遷移率，而隨著溫度改變下活化能為66meV。

關鍵詞 : 氧化鋅、光激發螢光效應、光穿透率量測、霍爾效應
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